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94..........................................قرار دارند)2(در هر دو حالت الكترودها در موقعيت) خط چين(

(29-5(شكل و سمت راست نمودار ضريب عبور براي- چپ نمودار جريان، سمت)الف):  ولتاژ

پر(حالت اوليه (خط چين(هاي تهي جاي اولو حالت) خط -سمت چپ نمودار جريان)ب).

و سمت راست نمودار ضريب عبور براي حالت اوليه پر(ولتاژ هاي تهي جاي دومو حالت) خط

95...........................................قرار دارند)3(در هر دو حالت الكترودها در موقعيت) خط چين(

مي. الكترود/نانوديسك/پيكربندي الكترود):30-5(شكل .دهددايره قرمز مكان تهي جاي را نشان
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و) الف(جريان اسپيني برحسب ولتاژ باياس):31-5(شكل پس از ايجاد)ب(قبل از ايجاد تهي جاي

 100..........) پادموازي(موازي جريان در آرايش) خط چين(منحني سياه. تهي جاي در نانوديسك

 101........................... مقاومت مغناطيسي برحسب ولتاژ باياس در غياب تهي جاي):32-5(شكل

 101.....................................مقاومت مغناطيسي برحسب ولتاژ در حضور تهي جاي):33-5(شكل



 چكيده

و هاميلتوني-در اين پروژه با استفاده از روش تابع گرين غير تعادلي، فرمول بندي لانداور  بوتيكر

يك–بستگي قوي، رفتار منحني مشخصه جريان و ضزيب عبور را براي سامانه اي متشكل از ولتاژ

و سپس دراثنانوديسك ساندويچ شده بين دو الكترود فلزي مطالعه كرده ر ايجاد تهي جاي جايگزيده

و تغيير مكان الكترود در سامانه را مورد بررسي قرار داديم  نتايج به دست آمده حاكي از تغيير.نانوديسك

و ضري و تغيير در حالت هاي الكتروني استدر جريان عبوري  هم چنين.ب عبور به دليل اثرات تداخلي

درراترابرد همدوس وابسته به اسپين قوي را براي يك تقريب بستگي با استفاده از تابع گرين غيرتعادلي

در حضور تهي جاي بررسي ساندويچ شده بين الكترودهاي فرومغناطيس مثلثينانوديسك گرافيني

مي. كرديم مينتايج نشان ولتاژ را در ولتاژهاي پايين- جريان مشخصه توانددهد كه حضور تهي جاي

و باعث  بعلاوه مقاومت مغناطيسي در حضور تهي. ايجاد مقاومت ديفرانسيلي منفي شودافزايش داده

.دون ناخالصي استبجاي بسيار بيشتراز حالت 


